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スピントランジスタを実現するためには, 半導体への高効率なスピン注入が必要であり, 

我々は強磁性電極に B2 規則度以上で高いスピン分極率を持つ Heusler 合金

Co2Fe0.4Mn0.6Si(CFMS)を用いた Si , Ge sub./MgO/CFMSスピン注入構造を研究してきた【1】。 

しかしながら, MgOを絶縁層に用いることにより, 非常に大きい面積抵抗が導入されてしま

い実用上の課題となっている。私は, バンドギャップが MgO と比較して小さく, 面積抵抗

を低く抑えられる可能性のある絶縁材料として SrTiO3(STO)に注目した【2】。STOを絶縁材

料として用いる前段階として, STO上に高規則度を持つ CFMSを作製する必要がある。本研

究では, STO(100)基板上に CFMS を①基板温度を変化させて成膜②室温成膜-ポストアニー

ルの 2通りの方法で作製した。成膜方法は DC/RFマグネトロンスパッタ法で, 温度は 200℃

～600℃で 100℃刻みに変化させた。測定方法は XRD, VSM, AFMを用いた。基板温度 400℃

以上で成膜したサンプルにおいて, B2 規則構造を持つ CFMS がエピタキシャル成長してい

ることが確認され, STO を絶縁層として使う上での指針を得た。

 

 

Fig.1 XRD results of CFMS films on STO sub.  

(a) Post-annealed CFMS films. (220) 

peaks appeared near 45 deg. (b) CFMS 

fabricated with various temperature. 

 

 

Fig.2 VSM results of CFMS films on STO sub. 

Saturation magnetization of CFMS on STO. 

Dot line on the upper side of this figure 

represents bulk value. 
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